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 半導体の一部を磁性元素で置換し、磁気的性質を持った半導体を希薄磁性半導体という。

磁性元素での置換によって生じた局在スピンとキャリアとの相互作用によって希薄磁性半

導体は磁気抵抗効果などの興味深い物性を示すことが知られている。 

 本研究ではこの希薄磁性半導体に倣って SrTiO3 にキャリアとスピンをドープし、その物

性を調べた。SrTiO3 の Sr2+を La3+で置換して Ti4+(3d0)を Ti３+(3d１)とすることで電子をドー

プし、さらに Ti4+を V3+(3d2)で置換することで局在スピンをドープすることを狙った。試料

Sr1-x-yLax+yTi1-xVxO3(V 濃度をｘ、キャリア濃度をｙ)は固相反応法によって作製し、粉末 X

線回折によってペロブスカイト構造であることが確認された。 

Fig.1 に Sr1-x-yLax+yTi1-xVxO の磁化率の温度依存性を示す。磁化率は V ドーピングによら

ず常に温度に依存しないパウリ常磁性的な振る舞いを示した。これは V3+(3d2)が単なる局在

スピンではないことを示す。しかし、パウリ常磁性の大きさは V ドーピングによって 10 倍

程も大きくなることが分かった。一方、Fig.2 に

Sr1-x-yLax+yTi1-xVxO の V 濃度 x=0.2 と x=0 の熱起

電力の温度依存性を示す。キャリア数ｙが同じ

ならば V 濃度によらずゼーベック係数がほぼ変

わらない。これより V ドーピングでキャリアの

有効質量はほとんど変化しないと考えられる。 

以上から、Sr1－xLaxTiO3への V ドーピングによ

って、キャリアと V3+(3d2)の間に、有効質量には

押し込められない相互作用が働き、その結果、

パウリ常磁性的な磁化率が異常に大きくなった

ものと考えられる。 Fig.1 磁化率の温度依存性 

Fig.2 熱起電力の温度依存性 V 濃度(a)x=0.2(b)x=0 
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